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1) Samostatnost pii FeSeni prace:

5) Odborna droveri:

X vyborna __uspokojiva X vyborna __uspokojiva

__velmi dobra __dostatetna __velmi dobra __dostatecna

__dobra __nedostatec¢na __dobra __nedostatec¢na
2) Systematic¢nost cinnosti pri feSeni prace: 6) Jazykova a textova uroven:

X vyborna __uspokojiva __vyborna __uspokojiva

_ velmi dobra __dostatecna X velmi dobra __dostatecna

__dobra __nedostatecna __dobra __nedostate¢na
3) Prokazané teoretické znalosti: 7) Graficka uprava:

X vyborné __uspokojivé X_vyborna __uspokojiva

__velmi dobré __dostatecné _ velmi dobra __dostatec¢na

__dobré __nedostatetné __dobra __nedostate¢na
4) Prokazana experimentalni zru¢nost*: 8) Student splnil zadani:

__vyborna __uspokojiva X tuplné

__velmi dobra __dostatecna __Castecné

__dobra __nedostatecna __nesplnil

9) Dosazené vysledKky, pristup diplomanta, vlastni prinos a prakticka vyuzitelnost prace**:

V dne$ni dobé je tématika navrhu nizko napétovych a nizko prikonovych napétovych
referenci velmi aktudlni, zejména jedna-li se o zlepSeni meznich parametri, teplotniho
rozsahu, sniZeni napajeciho napéti a implementaci do sub-mikronovych technologii. Pravé
snizovani napajeciho napéti pod 1V vede k mnohym problémiim, které je nutno vytesit na
obvodarské urovni a mize byt velmi obtizné. Diplomant se nad ramec zadani také zabyval
navrhem trimovaciho obvodu, ktery zlepSuje pfesnost a parametry napét'ové reference.

Diplomat pracoval od zacatku velice aktivné, sam si vyhledaval védecké ¢lanky v odbornych
Casopisech a pravidelné konzultoval nastudovanou problematiku. Po strance pristupu
nemam, co bych vytknul.

NavrZena napétova reference byla optimalizovana s ohledem na napajeci napéti 0.9 Va

nizky prikon celého obvodu. Jadro napétové reference miize byt pouZito i pro proudovou

referenci na Cipu. Nizké napajeci napéti, prikon a veliky garantovany teplotni rozsah (-50 az
__zaskrtnéte odpovidajici odpovéd
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100 °C) predjima pouZiti ve vSech modernich integrovanych obvodech. Diplomat proved]
porovnani se Ctyfrmi podobnymi pracemi zposledni doby (str. 86) a v mnohych
parametrech dosahl lepsich hodnot.

V praci velmi ocenuji rozbor variaci parametrti pouzitého CMOS technologického procesu,
ktery ma zasadni vliv na presnost obvodu. Zadani bylo navrzeno ve spolupraci s firmou
ASICeentrum, s.r.o. Vysledky prace budou pouZity vnové vyvijenych integrovanych
obvodech této firmy.

Prace je psana vanglickém jazyce s dobrou jazykovou urovni a vybornou grafickou
Upravou.

10) Pripominky k praci**:

Ocenuji snahu diplomanta napsat diplomovou praci v angli¢tiné, ktera tak ma mnohem vétsi
prinos pro analogové navrhare z celého svéta. Naro¢nost zadani je vysoka a odrazi aktualni
trendy v navrhu analogovych CMOS obvodl. Diplomant pracoval samostatné a dokazal
dobfe zhodnotit a zpracovat soucasné trendy v této problematice. Praci doporucuji
k obhajobé a hodnotim stupném A.

Doporuceni k obhajobé: X doporucuji __nedoporucuji

Klasifikace diplomové prace:

X A -vyborné (1,0) __C-dobre (2,0) __E - dostatec¢né (3,0)
__B-velmi dobfte (1,5) __D - uspokojivé (2,5) __F - nedostatecné (4,0)
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